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Aerogéis de 6xidos sdo espumas solidas, mesoporosas, e de célula aberta que apresentam area
superficial extremamente alta e baixa densidade. Essas caracteristicas sdo muito interessantes
para aplicacdes especificas, como por exemplo a optoeletrbnica e a producdo de energia
limpa. Mas, ainda se conhece pouco sobre o comportamento eletrénico de tal material. O
presente estudo prople-se a observar o comportamento eletrénico dos aerogéis para
aplicacdes e possivel aperfeicoamento no processo de sintetizacdo do material. O processo de
sintese dos aerogéis consiste na solubilizacdo de tetracloreto de estanho penta hidratado em
uma solucdo de H,O:EtOH e ap0s, na adigcdo de oxido de propileno como catalizador, gota a
gota. Em seguida a solugdo é colocada em moldes de vidro onde geleifica em menos de um
minuto. Apos a geleificacdo € feita uma secagem supercritica com CO, para trocar a fase
liquida do gel por uma fase gasosa e entdo obter-se os aerogéis e ai entdo comegar 0 processo
de medidas e obtencdo de dados. Dentre as medidas e andlises feitas para a melhor
compreensdo do comportamento dos aerogéis, esta a fotoluminescéncia (PL), a adsor¢do de
nitrogénio (BET), a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), a
microscopia eletronica de varredudra (TEM), a espectroscopia de reflectancia difusa (DRS) e
a emissao de raios-X induzida por particulas (PIXE). Os dados obtidos usando-se das técnicas
mencionadas anteriormente permitem o melhor conhecimento sobre a estrutura do material.
As medidas de BET indicam que 0s aerogéis depois da secagem supercritica possuem uma
érea superficial de aproximadamente 800m?%g, um raio médio dos poros de 1,8nm e uma
densidade de 65mg/cm®. A microscopia de transmissdo eletrdnica mostrou uma rede de
nanocristais interligados e a difracdo de raios-X que eles crescem na fase cassiterita. Embora
algumas configuracdes do 6xido de estanho mostrem-se condutores elétricos, o gel obtido é
um isolante. Com as medidas de PL observou-se que o bandgap do material estd em 3,5eV e
que ha impurezas superficiais dentro do bandgap. O PIXE indicou a presenca de Silicio, Cloro
e tragcos de Ferro, Enxofre, Cobre e Zinco e FTIR indicou a presenca de Carbono. Pode-se
perceber a partir da deteccdo de impurezas na estrutura do gel, utilizando-se dos resultados de
FTIR e PIXE, que a reacdo de formacdo do gel ndo é completa. Tais resultados indicam a
necessidade de sintetizar os géis de forma que estes ndo possuam impurezas, pois acredita-se
que é devido as impurezas que o gel ndo é condutor e tem aspecto opaco. Pretende-se eliminar
as impurezas através de dialise ou oxidacdo forcada e assim conseguir melhoras na estrutura
do material. Caso contrario o material ndo podera ser utilizado nas aplica¢fes inicialmente
pretendidas, e faz-se necessaria a utilizacdo de outro material.



